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Sposéb zmniejszania koncentracji swobodnych elektronow
domieszkowych w polprzewodnikach
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb zmniejsza-
nia koncentracji swobodnych elektronéw domiesz-
kowych w pélprzewodnikach poddanych dzialaniu
niskiej temperatury.

Dla uzyskania pélprzewodnika o niskiej kon-
centracji swobodnych elektronéw domieszkowych
powszechnie znanym sposobem jest czyszczenie
metodami fizyko-chemicznymi, takimi jak topie-
nie strefowe czy destylacja. Sposobem tym zmniej-
sza sie ilo§ci domieszek w péiprzewodniku, a tym
samym koncentracje swobodnych elektronéw do
warto$ci nie mniejszej niz 1012 em—3. Dalsze zmniej-
szenie koncentracji swobodnych elektronéw do-
mieszkowych jest uzyskiwane przez obniZenie tem-
peratury do wartoSci, przy ktércj nastepuje de-
jonizacja domieszek. Dla wiekszo$ci poOlprzewod-

" nikéw temperatury te sa rzedu kilku do kilkudziesigciu

stopni Kelvina,

~ Sposéb - ten ma jednak szereg wad, z ktérych
najwazniejsze to konieczno$é stosowania bardzo
niskich temperatur, konieczno$é dokladnej stabili-
zacji temperatury dla utrzymania okre§lonej kon-
centracji swobodnych elektronéw domieszkowych,
a takze niemozliwosé zmniejszania koncentracji
elekiron6w przez obnizanie temperatury, w poi-
przewodnikach o najnizszych masach efektywnych,
dla ktérych nawet przy najnizszych temperatu-
rach nie obserwuje si¢ dejonizacji domieszek.

Celem wynalazku jest unikniecie tych wad, a .

szczegllnie. opracowanie sposobu umozliwiajgcego
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uzyskanie p6lprzewodnik6w o zmniejszonej kon-
centracji swobodnych elektronéw domieszkowych,
utrzymujacej sie¢ na stalym poziomie w okreslo-
nych przedzialach temperatur. '

Cel ten zostal zgodnie z wynalazkiem osiggniety
przez obnizenie temperatury poélprzewodnika do
temperatury nieznacznie wyiszej od temperatury
krytycznej, réinej dla réznych pélprzewodnikéw,
ponizej ktérej przejScie elektronéw pomiedzy pas-
mem przewodnictwa a poziomem domieszkowym
nie jest obserwowane, poddanie pélprzewodnika
cisSnieniu az do osiggniecia zgdanej wielko$ci kon-
centracji elektrondéw swobodnych i nastepnie ob-
nizenie temperatury pélprzewodnika ponizej tem-
peratury krytycznej. Warto$é koncentracji jest stata
dla temperatur ponizej krytycznej, niezaleznie od
obnizania ci§nienia, ktéremu poddawany jest pét-
przewodnik.

Sposob wedlug wynalazku umozliwia otrzymanie
koncentracji swobodnych elektron6w domieszko-
wych rzedu 1081013 em-3,

Przedmiot wynalazku jest blizej objasniony na
przykladzie ilustrujgcym spos6b zmniejszania kon-
centracji swobodnych elektron6w domieszkowych
w prébee antymonku indu.

Probke antymonku indu, InSb, o koncentracji
swobodnych elektron6w okoto 5. 1013 w tempera-
turze 77°K i przy normalnym ci$nieniu, wykona-
na na przyklad jako typowy detektor lub prébke
do pomiaréw galwanomagnetycznych umieszcza sie
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w komorze niskotemperaturowej i ochladza do
temperatury 130°K lub nieco wyzszcej, Nastepnie
probke poddaje sie¢ ci$nieniu powyze} 8 kbar, przy
czym ze wzrostem ci$nienia maleje koncentracja
swobodnych elekironéw domicszkowych., Koncen-
tracja zmniejsza sie az do osiggni¢ecia wymaga-
nej wartosci. Dla ci$niefi powyzej 11 kbar zwigksze-
nie ci$nienia o 1 kbar powoduje zmniejszeniec kon-
centracji o okolo jeden rzad.

Po uzyskaniu wymaganej koncentracji obniza sie
temperature poniZzej temperatury krytycznej, wy-
noszgcej dla antymonku indu okolo 110°K. W tem-
peraturze ponizej 110°K koncentracja swobodnych
elektronéw - domieszkowych pozostaje w prébce
antymonku indu stala, niezaleznie od obnizania
cinienia. Miedzy innymi moZliwe jest obnizenie
ci$nienia do ci§nienia normalnego, bez zmiany kon-
centracji swobodnych elektronéw.
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Zastrzezenie patentowe

Spos6b zmniejszania koncentracji swobodnych
elektronéw domieszkowych w pélprzewodnikach
poddanych dzialaniu niskiej temperuatury, gnamlen-
ny tym, Ze obniza gi¢ lemperatur¢ pdiprzewodnika
do temperatury nieznacznie wyzszej od tempera-
tury krytycznej, réznej, dla réinych péiprzewodni-
koéw, ponizej ktérej przejécie elektron6w pomiedzy
pasmem przewodnictwa a poziomem domieszko-
wym nie jest obserwowane, poddaje p6lprzewodnik
ci$nieniu az do osiggniecia wymaganej koncen-
tracji swobodnych elektron6w i nastepnie obniza
temperature pélprzewodnika ponizej temperatury
krytycznej, przy czym wielko3é koncentracji pozo-
staje dla temperatur ponizej krytycznej stala, nie-
zaleznie od obnizania cifnienia, ktéremu podda-
wany jest pblprzewodnik.
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